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摘 要

半導體進入3D IC製程技術後，單一面積上能製造更多的電晶體數量，並且降低晶片的功耗與縮短訊號間延遲的情況，

使3D IC製程技術受到重視，但隨著技術日漸成熟，晶片所使用矽穿孔元件數量遽增，迫使積體電路設計與製造上問題越

來越複雜。

 矽穿孔的數量日漸遽增，由於矽穿孔佔據了大量佈局面積，使佈局中局部區域金屬密度極高，導致相對密度差異過大，容

易造成整體佈局平坦度更加的惡化；本文提出階梯式的矽穿孔周圍平坦化方法，以矽穿孔為核心，提供每個矽穿孔所需的

包覆區範圍，由核心往包覆區邊緣逐步遞減金屬密度，降低相對密度差異，於此區域內使用階梯式的方式安插虛擬金屬緩

衝密度差異現象，以解決密度差異過大的佈局平坦度。由實驗結果中可見本文所提出的方法流程，能在增加少量佈局面積

後，換取更加良好的佈局平坦度，並減少佈局平坦化時所需填充的虛擬金屬數量達到12%-36%。

關鍵詞 : 3D IC、矽穿孔、CMP平坦化、3D IC 平坦化技術
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